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後核群 (p 0) 、および正中中心核一束芳核複合体 (CM-Pf complex) の三つがあげられている。
VPM は特殊感覚径路の、また、 CM-Pf complex は非特殊感覚径路の視床における投射核として痛覚
機作の解明上、重要な場所であることが示唆されている。-方、 PO もまた、 PO の細胞の多くが
侵害刺激に反応することから、視床における痛みの中枢として注目されている部位である。本研究は






位特異性を示した。一方、 POでは歯髄刺激に反応する細胞は PO の広い領域に存在し、その応答野
は広く部位特異性を示さないものが存在した。
(2)歯髄刺激により VPM 、 PO で得られる spike 電位の典型的な波形は、陽性ー陰性の二相性を示すも
のと単相性の陰性電位を示すものとが大部分を占めた。
(3)歯髄単一最大電気刺激により得られたspike 電位の first spike の潜時は、 VPM では 5 、 10 、 15
msec に各々 peak をもっ分布を示したが、 PO では14 msec に低いpeak をもっ 5 ~25 msec に
亘る広い分布を示した。なお、両側の歯髄刺激に反応する細胞の数はVPM では約 5%、 PO では約50
%存在し、これらの細胞においては対側歯髄刺激による潜時の方が同側歯髄刺激によるそれよりも短
かかった。
(4)歯髄単一最大電気刺激により VPMでは大部分の細胞が単発的な spike を発生させたが、 PO では
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対側・同側刺激ともに 2~3個の spike を発生させる細胞が多く存在した。
(5)VPM.PO ともに刺激電圧を大きくするにしたがい、発生する spike 数は増加し、一定の電圧に達す
ると最大の放電数を示すようになったO 最大の放電数を示す刺激強度の閥値は VPM よりも PO の方が
高かった。
(6)morphine 10mg/kg は、 VPMで約40% ， PO で約80% の細胞を抑制したO なお、 morphine による抑
制は発生する spike 数の減少と潜時の延長傾向として認められた。
(7)morphine による抑制は投与後 30~60min で有意となり、その抑制は同側歯髄刺激による PO の電
位を除くと 1/10量の levall rphan で桔抗された。
(8)大脳皮質での逆向性刺激により VPM と PO で得られた電位に対し morphine は無効で、あった。
(9)対側口角部への触刺激に反応する VPMの細胞は morphine20 mg/kg でも抑制されなかった。
(10)対側および同側後肢への侵害刺激に反応する POの細胞は morphine10 mg/kg により抑制を受けた。
以上の実験成績より、歯髄からの求心性インパルスは VPMの内側腹側部、およびPO の広い領野に
投射し、歯髄に反応する VPM と PO の細胞では、潜時、発生する spike 数、閥値などの機能的諸性質
に差がみられ、前者の部位では場所的な特異性が認められるが、後者ではそれが認められないこと、
また morphine に抑制される細胞の数は VPM に比し PO の方に多いことなどから、 morphine による鎮




ついて解析を行ったもので、 morphine 鎮痛における PO の役割について新たなる知見を得たもので学
位論文として価値あるものと三忍める。
- 88 -
